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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月6日(2017.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　第２の半導体ウエハに酸化接合されることとなる第１の半導体ウエハの少なくとも一部
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においてｎ型およびｐ型のドープ領域を形成するためにイオンを前記第１の半導体ウエハ
に注入すること、ここにおいて、前記ｎ型およびｐ型のドープ領域は、複数のナノワイヤ
トランジスタのためのチャネルを備える、と、
　熱開裂を容易にするためにイオンを前記第１の半導体ウエハに注入することと、
　前記第１の半導体ウエハを前記第２の半導体ウエハに酸化接合することと、
　前記第１の半導体ウエハの前記一部が前記第２の半導体ウエハに酸化接合されたままと
なるように熱開裂させるために前記第１の半導体ウエハを４５０度以下の温度に加熱する
ことと、
　前記第２の半導体ウエハに酸化接合された前記第１の半導体ウエハの前記一部において
前記ｎ型およびｐ型のドープ領域を分離させるために酸化物分離トレンチを形成すること
と、
　前記第２の半導体ウエハに酸化接合された前記第１の半導体ウエハの前記一部において
前記複数のナノワイヤトランジスタのための前記ｎ型およびｐ型のドープ領域内の前記チ
ャネルと接触しているソースおよびドレインを選択的に形成するために、４５０度以下の
温度で、エピタキシャル成長中にその場でドープすること、ここにおいて、エピタキシャ
ル成長中にその場でドープするステップは、酸化物分離トレンチを形成するステップの後
に実行される、と、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記第２の半導体ウエハは最下階層を備え、前記最下階層は複数のトランジスタを備え
、熱開裂させるために前記第１の半導体ウエハを４５０度以下の温度に加熱することは、
前記第１の半導体ウエハの前記一部を、前記最下階層に酸化接合させたままにする、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のナノワイヤトランジスタは、ｐチャネル電界ピンチナノワイヤトランジスタ
、ｎチャネル電界ピンチナノワイヤトランジスタ、ｐ型反転チャネルナノワイヤトランジ
スタ、および／またはｎ型反転チャネルナノワイヤトランジスタを備える、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記チャネルを備える前記ｎ型およびｐ型のドープ領域は、前記ソースおよびドレイン
のものよりも低い濃度にドープされる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のナノワイヤトランジスタは蓄積モードで動作する、請求項４に記載の方法。
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